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seni conduct or12d &yiethed gimakiag a Yyree dijpensial gepico E‘E’ exipe.goaarding t gneor opsob the
sai d connecting P'P f"Bﬁ'a'ZB“° 1 °"t§'2ﬁ‘i"f§ﬁ‘§aﬁ'i' 'E‘I“'S?smls"%fﬁ“eht%g's‘p'a“e

orthogonal, to s nd sa re |ons e bit r
symet ry about 59 %aB’J ’sﬂtyg 'sjg at B‘E"g ?’st) ds "‘*fﬁ?“@}a{ﬁ“ stfle
pr e.C edi ng cl a' fmnnI }ql(:é df Eolp W&?&y%ei%éhg sQiQ |a§e%§ sd%seantially ortho-

l"-l!l\llc\ I n




30 6. The sem conductor device of one or nore of the preceding clains 1
to 5 wherein said first region (60) spopaaez®eB1 heavily doped sem conduct or
material and said second region (62) conprises substantially in- trinsic or
lightly doped sem, Br;gigﬁtp&angat erial, wherein sal d sem conductor materi al

conpri ses CrySt 64 Indese d% BEAHBLIR barblfeMb S Rt plahéityBe 5
wherein sai d sqg b Sdid né ly‘tMt Mu&dﬁ%@seﬁdﬂ?&'f?&ryﬁm,
conpri si ng bor Qoviding a & factﬁ@mt&ﬂ RGP s tronEHAIIKE Fegidhy (84)0

precedi ng; cl ai rfﬁlmé sil@trgncmh&rr@dldhs( ﬁwuihmoﬁdﬁ&ﬁs farid {665 forind 4 fefibn éfmOn-lindaxtharrier
second regi ons 4yahatedal (8Bt the lekidBedodnad if theltiandubtive Afdteflal thud RAmiAEsBMomilttat davice
devi de’ of one otrueewiin saldeghecedi ng claims | to 8 wherein the extent of
sai d third regiforting@bifine (F0) withiaisaid cunokctirgjrepioa i enbble sald sgrhicanductor dayicostaicti®8 ithins
nore than ten tsakitendhilibe dgionskedps de géctrisallydormederttolpartings of naid gubstiate (11 outsidy of i
sem conduet or dfirstiandsecdnd dayers (80, 62hr e of the preceding clains | to 8 wherein
sai d substrat e rakdhy contactsdd wetd lines tongble said|spmiconductrr deyice alauchivesdq ppacpessed indepen-
oriented such tdesdy.said first plane Is paral | eI to the <100> pI ane of said

substrate (10 11. The semi.c nd VI ce h
precedi ng cl %3 efneihgd ?63 P’ grain gli?'f“g ?ga Ii ﬁgésqﬁ an geognd IJ%/ B 62);:::1::/?
?%)St Zlnljlggl Ze,@rs a" r low gﬂﬁmﬁeﬁ%g éld Eoun’garl e?o?er m nat | r{glegsn
<111> pl anes Atethod of maki ng a thr ee d| rrenS| onal sem conductor DRAM
devi'e€ accor g4, MhelnftioMer clim 130 €3 viHfersin ths gispRLomtinyGreadhaikemgidnst(64) & hertanméchusing an
surface of a sudnisotrepiceetchdiibjo selsetively stctidaid sedond layses (62) suimtantialiycth the®xdusion pfsaid first
pl ane conpri si nigyekd(80)st eps of 55 formng a plurality of first (60) and
second (62) interleaved layers of a first and second material_ on said
surface parafl$e TM“E?“@&P%P"FP?@Q”ﬁﬂt%ﬁﬂe"géﬂ‘%"%@%l?rfﬂﬂ‘é{l 'é“‘?&‘?'iﬁ’ g’"ﬂ%f’?q“f"ﬁ'@%
forning a connetegiPhepmpusgs & Hohiyiagigeal WWH'%R}@I"QP kg sactyg iog aybing. ¢ i ng
ERI bl J’o@gﬁ%"e"mﬁ :ﬁméﬁ.?‘ Uity ,ﬁ;%%?"‘*’a o
in a L r n e determina-
substantially p@d@% %ixﬂn%wc thb trbrich-gY " )éfr@for eamdata%baamﬂaﬁky(eg sai d

second | ayers ( substantrally to th e exc u3|on of said first |ayers
(60); provi dengTie mbtmu ofxiaink 16 whateinrat ladst ¢rig o) th@econidetingTegidnsis essocidtedwith ¢the monitor re-
trench-1i%e regjiomsicltfat}te monitor comprises & three gimsasiatalitreasistiucturkaubstantjally issntice i) other
wi t h conduct i vecamndctingregioné §iyein ot leastone gimansiondsiless thar a counierparidimensionds the Rop-mogipe r
materi al (68) aportidnefthaptoshue. ends of the conductive material thus formng
sem conductor device structures within said regions; formng a bit line
(70) within said connecting region to enable said sem conductor devi ce
struct ure® wiPatentenserlghe r ench-|i ke regions (64) to be electrically
connected to portions_of sald su s rat (10) outS|de of said 10 first
o TR

d Second | dyeHdd 'EUD
22m coﬁgﬂct or ygé'(}f s§'ft B P né‘g‘fa@irtf iﬁécsf €']t'§'m&i'%%“e?%s bher
met hod of el a' rgrtB%Bw %Oefn@ &&e@ﬁwmﬂﬁfsa&abEnyelrﬂkfvbﬁlﬂienﬁmnd&md

second | ayers erO orfla ternati ng 1 nsul at or and

sem conduct or ' %@ﬁ&r&ﬂm&&e Qﬂre iche (e2fefed |té?1€‘4?r‘iﬁ%’tehh|9 Qastberier Gherfdtre g6iiildet
and the ultra | Qp Rbsersikr Sw feereit i Ailikal k@i birdEhb@tenSittedl plaiiféVBereithér 160)
deposi tion pr es$madhg§§t.;nhm,t$m§.§e,{maaj 14. The method of claim 12 or 13
wherein the stegindielirdhidritér plahdterBarelchd(84)| digscith bériadhbart 2u dee relterpiahares Bergictan
20 ani sot r Qfd vertikéleWisdhen beRachBarien érstereplanamh Béreistaen getdidet werden| wopeirdie dfifish)Berei-
substanti al | y t ohd (b4 irewedentiichemdubdh daserste Mitersl febtgajent werde®D) . 15. The net hod of
one or nore of bindeitandesTetli@6) ded imindes Bilweise JedenrittercBaneichi{dit, woba dasrleitprde il Rinen
connecting regi tsoliecandgurAbstend van tiancprstep urid 7wsiten pianaren Bergichen aubiwgist usd chi ng.
process | fke r eambtdpatansieipen \Vertiridinggbereith, den ign weppnslichastorthegonsl dusghaningestens eipigg fleriefyo
precedi ng cl ai msten Bereighe180) undcpnaghbary2y dea drittsn Bereichen (&4) verayty ‘M‘?ba'ldle"t "’B\d" 5‘??"""“
necting regions nundastqrvaﬁm@ﬂe'ﬁum;(m)e!"?@"qﬂhé'ePHP‘H*&Q Y‘Sﬂ“ ’bi (o ymit dem
region for enabl'Q'tPﬂj'e'ET?é(sﬁ)é'!'EF'ﬁ'PH%[d"tf"P "'ch ";:a:vec:
trench-| I reglsal qc%%”%e e%nflei u h%e%ﬂ\téoa mﬁ mearen ng Ir':g foinem
met hod of “cl ai m 267 sve etunj‘| obel au edéls ntten Be-

associ ated wi t h %K "%E lt é
conprises a thré% SN o'ﬁgdq r ncﬁechfrug@ure stan‘ha f‘y Identlcal to
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pdrt ion of the structure. 35 Patent ansprOche 1. Hal bl ei t er - DRAM Bauel enent
unfassend: ein imuwesentlichen planagegsfaerspiat (10), das eine Cberf | ache
mt elner Oi ent [ erung paral l el zu einer ersten Ebene e| nschlie~t;

ei ne Mehr zah gnarer. Ber e| ju L % terials q@h
mentn W, Bi indu ber ich m mde—
ei nem vertikd stens a(é |37t {e|:l%3 rLl.lfldeingls er Tt fqnn § %rlffsscha
e

gebi |l det wir d anarer

Mat eri al s, das r Cberfl | ache gebl | det wird, vvobel J eder zwel te

pl anare Bgres.c maoma"tarb&aiemm&ﬁ AQdpreR 2. awobé asd &Halﬁé&'[eﬁﬂntﬁhﬁ&ﬁEﬁdb JBEBIRItORYN0),
(60) v‘erschachtdaahmhsiesumabnw&muemaémrdmbbudtﬁﬁg ist, Abrbunden iste| ne Mehr zahl

drit tef pl anarer Berelche (64), die seitlich benachbart zu den zweiten

pl anaren Ber &i ciatisiterhgeipment nach pingmypdscmetyeranciaenorhsmehendendnspriche hhish wpbefder Ver-
Ber ei chen gebi | Rindtngakerekbeine Rpjpgeisyminetriepu;ejnprasthegopal zu deg erater; Igheye ljegenden Achse zeigt
wesent | i caen dLH“EH'edEF?“gP'gF@Q\V&tP\QPF"?{'PsyF'E@'t"Qé‘F dagfchipraigel: el n | ei t ndes Tel |
(66), das Zug\ qga?b?emergﬂe em@r{tﬁﬁ glﬁ elq'ﬁéh ‘G%QGﬁ &b&gm{eﬂ& rugﬂqgsa%ﬁen das erste
| ei t ende Tel ase,gb mg en-ersten ZWel ten

pl anaren Bereic en au vvel s stens ei nen

Ver bi ndungsber ﬂﬂéuilbmeldﬁfeleinahmﬁ:ﬁ @ifdrh mhmmntabngmagbheahm plspriciecieisisonmbeidbrerste
der er- s®en BeBepdichl{60) Gérfidotiorfed HaibIBiRAhderakund der@dwsite Boreich (B2) ildavesdntilten infrindijches
verlauft, wobeioddatiedigivtirtachiutisitoreapiia tmfabtwbbeides HalbititermatBiia) kristalines §ilicitio ymfat.
einschlie~t, die Bitleltung in dem Verbindungsbereich el ektdrisch mt dem
| ei teniden TelH e:;l aifdsiterbauelompnt pach Apspeych &, Y’%'?‘?'dBé'r"%‘l"ﬂh@"’(‘Bﬂ)“'tﬂEﬁ’E‘?\'hﬁ'ﬂgﬁ’H‘@g‘l"m“"g
ei nen Bereich efef@dynsidotiprtist, nearen Sperrschichtmaterials (68), das als eln

Paar antifargl | gl ge &{;@ E tnGdh d&i@r n%w& H'Qigr? éﬁ&he Y85 72Wobel die

bel nindestens gune Smialng Nt 1 1 nearen
Sperrschichtmateria e nem gem&w nsarren Dat enbus ver bi ndet und
wobei auf Jed.esnwterbajereeaaﬂaacﬁeinbrﬁoc(eﬁﬁanrdmrMel:gem«mmnsnmm1 Be8, wolssi didsus-
( 64) unablangi gdetihung berdiritten Beiche(a4)ewisdhei danibbnaciibartenéfsign plangrergBerdidhem(60) medir als

das Zehnfache der Dicke der zweiten Bereiche (62)1s1.11111111111111111111111
1111~~~C EP 0 424 623 Bl 2. Hal bl eiterbauel enent nach Anspruch 1, wobel
die Bitleitufy '(“ itebapelomant gech BineeAeEfaehEren deryorhers 9'}?1“#&@"3"%1"%15“5& i das Su
Hal bl si t er schal $tef @fheisdstalip mﬂrﬁwbstfﬂa'gsca'reéh %ﬂsr‘fep?'éﬁ'?"’"téﬁ“r’lsé'rda die erste Ebene par-
Hal bl ei t emspei ¢ éF"%Jﬁ?’ﬁng%‘l?ﬁﬁ?b’"‘ftﬁﬁg Hestaltet Ist. 5 3.

Hal bl ei t er bayel g e méREH deF\orhergehbalidnd@sIFARETERS 10 vdbe B dr-
Ends der Bi t:'q;' zﬁi% E‘teﬁ%ﬂlﬁ{%gllgﬂgﬁﬁﬁﬁﬁtxﬂ@eﬁégamﬁﬁﬁémlm;mﬁﬂwuﬂ& S

weg ist, verbun @Hhtﬂeﬁﬁerelé'ne( teRirRtHeR dRAURh TP EbeReHEBgeRbHIR BN USRI ARIAS IR BN,
der vor hergehenden Ansprflche | bis 3, wobei der Ver- bi ndungsber ei ch esne

Spi egel sy¥reti2.i Vertabreskun tlersteliunh eiyesdrbidimensivaaienchiaibieiler-IRAM-Rauélereapts admAl singm eder
zei 10 umehretérederd varbergsher@en Aispiiched; bisel1 Ruftdat Pherfiicheraines Buhstrats (18): wobshdie o
zei g 5.  Hal ©besflaghe parallel 2w einan ersien Ebene jsh dep felgrnde Pabrifeymiat der vor her gehenden
Anspriche | bi sBiien eipsisMphreahkersier (G0}ung/Ewaiter;(62) ineingader verzahintar Sehichtenus einemersten und
Hal bl ei bt [ mat er g,egtr:' aﬁgﬁm:ﬂgﬂ auf gar Gberflinhe pareliel 2 fargrstenhene, wabsh ffig gwsiter Beljchten.
der vor her gehend EA™A el bis 5 wo
hochdoti ert es )—Ei;ﬂﬁ" ?" ﬂbggﬂa%'ff sémq(go gé%@lwﬁ?mflgﬂqwmg' 26 o b1
wesentlichen in I
64 ScHidh P @ fm hdnHarallel zu d
E@"b%?l?f‘é’" T e ST Sl e

unf al ~t, wobel

Hal bl el t ogsbauel gag ?“ spruch , I ol ter mat eri al

m teinerborhal tp G@i& 1 ditjel GibiokBEbe MiRRaIPES) B H@Bérﬁﬁ nt¥e grabdhlarien Bereiche (64);
Hal bl ei t er baus| ﬁmmﬁ';ra J'll%laﬁib SRS (64 TR apﬁéﬁmemmm&fmwﬁmdwcmﬁ:w ighe
| bis 7, wobei s HelfdterfBis 98 4 dePfdiliegSiiderr Ribr db8 leRend6H Mdgiale GrJ soiit Bild@f

als 100 nmsi ndvonﬂaalblelﬁaﬁéablahsmmush RAgRdb disdédBeiche€ M odor nehreren

der vor her @ehendgitied\NgieF &itRinghg 1(70)\WhndthalbVabe iVelindungébsreict; um zu etiedyfichen db@r die
dritton Berei chaalbiGittbadalénatamuktuianinneshala dérigambénanigarBeteiche (Bh)amitlien d&cSubstatsd1D)
(60) mehr al s desieshaibdbroetdten utdzweitercScbictder (60; 62) letektriscBeerinddnovefdd®) | st. 10.
Hal bl ei bt r baus| &emswelennach ckabktenden rértieiuegendermordver gofidichion Apfspeif cle
| bis 8, wobel Uelbleid:buelmenﬁtul(@)unsﬁhﬁnmmmaﬂfqm\misn kaanbl ei t er subst r at

el nschlie®, das derart orI entiert

< naph ri q el y zwelte
oo O e ﬁ@?@@fi’%ﬁa@mgﬁ; Tﬁ@g‘ﬁﬁ@%ﬁ@%&%ﬁﬁ "

ste und zwei bt Material epitaxial auf dem Substrat—(10)—gewachseoenes—
kristallines Halbleibtrmatbrial ist und dPe dritten

G enzflachen, die durch <Il 1> Ebenen abgeschl osselln|B ﬁ hi“]mili miesl en.
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35 12. Verfahren zur Her stel | ung si nes dreidi nensi onal en
Hal bl ei bt r - DRAM Bauel enent s genAl ei peoszadesBihehr eren der vor her gehenden
Ansprflche 1 bib 11 auf der Oberfilche sines Substrats (10), wobel die

Qoer f | ache par %)Jla‘lzg Aéﬁ%ﬁk lgéhﬁzﬂtgrpurﬁtb dhé as sﬁﬂ&%ﬁ?%@? %er%i:ni[:ﬂt&ntﬁter Ultra-

unfaSt: Bil den bsSHeld ﬂck(,
i nei nander ver za nt ten aus el hem er ten un(':ll sinem zweitn Materi al

auf der Qber {4. arkahréranac Aneruchu2 elier 13pwdbbider Schirittdes Bildanis dér gribenartigen Berviche(e4)ahtbre n

40 Vior t | eiVerwendsn elnbs athisotyop&ii Atzhsittelsdurchgetiihrt vird) dra Belakihadiecoweites Schinhteh (62) i we-
Schi ﬁten (60, Gidhtlichbmuuts Aussthiuf ldererstent Sehichtend60) zwdtzkar er st en Ebene m ttls
:Dur c I ngen der Schichten; Bilden von grabonartigen_ Bereichen

zwei tn Schi cHbt ‘ﬁrfe'm"aP'm'ms%’mmﬂhﬁ@@@@rfamaﬂ"@w&éﬁcﬁ%?%w EBQ?F@’ ﬁ%ﬁ"E Hes
sel ektives At z&'dﬂ'k?fa'"%fbf geheppichs g T@S“"?Wmﬁﬂ@mﬁ rom e deHPu B
der 45 10 er SKi? lSeIAREAUEIFY 6 0) Berel tstellen sines diselktrischen

Materials (6g Bl ddoi idhferendfef vorfe HcnB93 61b §9) Bas(diBildung einer
FH Il en der gr Fgﬂﬁi}m%rﬁﬁfg@i&ﬁﬁ r("e% mﬂtﬁﬁéﬁfgmﬁﬁ . ﬁgémﬁ.&u@ﬁ&:ﬂzﬁb AEN

sines Berei chs fpitNfisdid Bestihrhing dSHARERRMuMPSMBGIEN bis i BBHdlR graBbrartigbiBeréldhe (53)lin den
freiliegenden ERdmdn Sdméntdnqs2) Sudgetsmidrddn) al s und somt Bilden von
Hal bl el t & bauel enent st rukt uren | nnerhal b di eser Berel che; 50 Bi | den

ei ner Bit | el 12urNerfgtfe)naphhinsprichi 16, whbej mv@mnndmgg‘tngﬂlmn@mmﬁfﬂtmefAizk°“tf°“z°"3
ermgl i chen, dag@hdf, eo daBidis|Kentralie ejar dseidimensionale @nrbensteuktur yipfelit die Ity waesntlichen mit den
gr abenart i gen Bderen¥aebindangpbamihenridentiach ist wabetynipdastens qine AI’O unggeringenish algdie Ab-
ersten ung zweiPERNgeRPProMIcHIN eiem)nichikanteofiprian Absrhnith Yer den;
Herstellen von Kontaktbn zu Wortleitungen, urn zu errngllchen daB
auf die Hal plei teraauel enment st rukt uren unabhfingi g zugegriffen werden
kann. 5S 13. ReErdieptlon® nach Anspruch 12, wobei der Schritt des Bil dens
ilbne[] :\/ghrzapl O‘gjn%'t%%& %;I%F%fgﬁei 62) Schichten ein alternierendes
schel dess vGon |
EP 0 424 623 Bl fag 'at)i%s era er'ﬁ‘gc el %)‘ge]'ﬁf§ '%frbg&wgﬁ%gﬁ%%m“"%m

Gasphasenabschei d L oo dreiini6
Abschei dedr uck vo%ﬂﬂé@fﬁ%ﬁtﬁ%ﬁ“h&%gg{p&@%@”ahren %ag blcement

Anspruch 12 oder . Lie piifiitSde ddBiisnietahibis piiﬁ@s (EY) bématsrial SonBucREOMIshd ol ABssiidetiditd1 ©
(64) untew s h&k\m&ﬁe BeuRibINE RigiBMpl&re etaftvariicalinort linbrilisutbrtre &g prefiehas ragions],
unsel ekti vdi ezwei tpﬁi\eﬁﬁj&wﬁsm)4t&2r)1adtwgne§emhbtbchen unter Ausschlul der

er st en Schi cht en - (Un®plurdiiié dbitdiidmesirbgiony plariea (B4 forméexldtéralementadiat@tes abiditesideuxidohes
vor her gehenden Ansggions plaes vehticdleniefit entre tas| prechitires Begions plenes| adjacBitésclestitesdioisidmes
Ver bi ndun sber ei Clrégions (B4pétant ratiquerhentidéfjsied iar ladjt rgemieratédaw; opes At zver f ahren,
w e das r 10 - unélinent ganductene(R) remplissantarfroging partigjemant shagunedesdita trpisidmearégionse r
mehreren der vor h dedif@iémant condpgleunétant sdpars Bblsqlé desdites prealéreﬂ?téetmémﬁgo'm Piaags; et
Mehr'eehl von Ver biayeneingunessalon deropnaxionpassant P@Sﬂ“emqt‘P °'W@F‘P’é F‘Fﬂ'ﬁ‘fe"&f’ a 'B‘?"PS(TEF hg
ei ner At zkontrol i z dﬁ@asdip?ﬂlteq P&Q'“"Ef?*e"%i?’\? @égttaf‘lﬁ?ﬁﬂﬁ E?H

bis zu deg di e gr HSCAUEKPRAIMPRRAN Egi
ausgeformio wer den. % '!?"'T"ié %‘F‘ft ﬁ'tﬁ é ca " es a on,m “
el ner der Verbind y r? e
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Kontrolle el ne drel n
mt den anderen Ve Quééi%%kt‘cﬁ ctéu? s Editemnél &ﬁeﬁk&?ﬁ-
Abmessungdsger i ngerd am es ligResde bils RbIbEH enstficks in elnem

ni cht kontrol | i erten sc n| t er Strukt ur. 20 Reven lcatlons 1. Un

di spositi f DBAM.edMpositifséhicdnutteucia iqrevendication Tians lequel ladite lignedestit F0Y dats ladite région
prati quenent pl decofrielipn, estcgnnectieiiau onaies Witispesitié dechominutatiop semicondiictennforaé comme une
parallele A un mr@dmwwltphenﬁsdemdmefﬁmomuwi@ de prem eres regbons pl anes
(60) d'un®premne hriau fornbes avec ungI % nﬁgt ver i cal sus

i n e 1a

i s%:oonn
lrrgfI ; Paﬁuggﬁgﬁc:ﬁfgﬁg‘ﬁ :‘% ?o‘]r’fﬁcrﬂﬁ %ﬂ?%ﬁa‘@g es" % :ﬁgz’gtct&ergec haqzc-
deuxi ene r 6gion; Pk { dePiieDUBE g.dmrbaweﬁd@ﬁaﬁ réd&fntes £413, @rid Sequel
rngi ons pésanes %L?:m"%'ﬁi%ﬁh en ﬂeﬁtﬁgﬂgo:‘lr(i@t%u? d‘uﬂ%%irtﬁ@osﬂ%mu&t ::emi%ﬁn et Ies;:;

pluralite de tr ghisibkdsRépion®sinfehSsymb tmﬁ@ﬂ;ﬂ&ﬁameﬁe | at eral ement adj acentes
auxdi t es deuxi enes
5. Le dispositif semiconducteur de I'une ou de plusieurs des revendications précédentes 1 & 3 dans lequel
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regions planes et vertical enent entre des prem eres reglons planes

adj acentes, |lesdites troisienes regi EM8424®23Bet ant prati quenent dhfinles
par led it premer materiau; 3S - un el errent conduct eur (66)

renpl i SSant au MR RmmbRbisf oG ufi WA Sl lcdiPoohbRinfduSiFBEm. ©01 ONS,

| edit el enent conducteur etant separe et ‘é’ tes premeres et

deuxi bres r eg)l aadlispdshingsmicosducteur dé!l'ui® buide plusnurs e@lranndilatm prdcsdantasnl yEdansiaduel
prat i quenent or thiite premid@mégiing60) tondprend Su ohatariausBmicadeiaur lodrdemaatiopkeat thditecdpuxidme
premi bress r egi aégion((&X)yomptendidij reatéziad smicanddeteur pratiqueshent iatrissquey |épdremenEdbpé, ol ledit
| adi { b regi on deatéremmomcfewmiaﬂdm“mmmlm une ligne de bits (70),

| adi t’ | d | d t t
e ect 11 quoneht gl %ansg B gl ove *ﬁ (1§ B8 louskipat ey PRy PR Bdere
regions (64) pdt°dll® ﬁ’@ef"e"é’lnsrﬁ%' ¥6ri au de barriere de charge

d' espace ong | i R&RpdsRif seftfbbndubtBiir id mae om%smm réVBrRiicRbhg pri@déhtdld 3T, BEREIbARE

dos A dos, ob |iaféphiSsetid dedaitddprertiiies'(80) Bitetkidmas f62) rbgfdhs sédaﬁmeuréaarapﬁa&.ﬁaumms
| es regions du qah@ri au de barribre de charge d espace non linealre (68) A

un bus de donnees commun et ob chaque el enent conducteur (66) dans ladithb

t roi si bne_r el die dispesitif segrticonductewt dp Eunel andecnivisiours delitevondications piépagentes 18 dans lequel
respecti V&s (629 portde desgiites misig@a régions (64) antredesdites premidrea répianspiapesadiacantep () est su-
dans | equdl | acrérieyrs degpiys dejdix téééltaiﬁﬁa“'@&ﬁ§sﬂ%P'!‘§"?gi@F(§3) de conneX| on, est
;conmectie A [0 n di s 05|t| om*rut at I on

e A DA el g
di sposi tij semsgﬂ &Juﬁn\’ﬁﬂ ﬁ1 ans eque Tedte c1d p05|? b
de commut ati on es conne - extre fe de |ladite ligne de bits (70) la
pl us el oi gneg, de dsﬁ&&tﬁﬁnﬁddﬁcfu&&ﬁdéiﬂﬁéﬁudilﬂ»h&wr@aes refendlestiofls Siétd8dntes il 4 10 dans lequel
sem conduct our |gsits Prbiier et¥scdA@ mptsrittik Sorit du madlRauseniicdhdictet dristaliin dbtemimel@olssasce BpiA
3, dans | equel tabale surledil salktrai(10) eigdstites dﬁsimmmmsm)eemprmnemymtonmmsm tetinant
autour d'an axesuodesiplagosiad> audit prem er plan et |esdites troisibnes
regbons sont_en synetrie de rotation autour dudit axe 5. Le disp 03|t|f

sem conduct ef# Yne 'W“"Bﬁ’ﬁade&!?"‘&ﬂ“rﬂﬂ dispashitDRAMsemicondicle 'T“S'?f?“';ﬂ' ?19@ Yeapualusieursy

3 dans | equel 1998 rqvpndications préqgd '1“51Ia|11 sf la f'i’fafed“" ‘EP’"@&QQ@E‘B‘ alﬁ“”?"@(??ttpa'a“é'ea
preni er nsgt eri atf ® ZQ %nan}%zlé Ier
6. Le di¥positif S
pr6cedent eg 1 A 5 o s ?d'tes 'tes 9;1
mat 6riau sem Condq I%H{m gg-gﬁw lﬂgﬂcﬁx aG{raJeﬁquﬁesqm 2§parpénétrat|5|?&§&?t9s
(82) conprend du ﬁ& heliénidht dRdifd ZRNt 1 NtFinseque ou

| egbr emenf.dop, |$f3 Iombﬁ ioﬁé’enﬁﬁﬂ%h@@(éd}ﬂiﬁﬁbﬁdlt&%ﬁﬁéﬁﬂi cdibhed (62) frétidBment pa-

uristalli n 7. Legafdies Afk p.ta m [6h Gfedttahe bidddivemtent bitsubsBii@dN SthentibddRds douxtbaias cou-

| equel ledit materdhadiesamscn ugpraﬁsremp@,ea(ce)g: une I npurete de type p-
conprénant du borL Qa prddision@un maRridli diRLGibe (65) S es eGrRidesdesdits régions ‘ehifisnchids (643

pl usl eurs des r evaetbmpikage desdiésTegiune Bk SanchéeA64] aved dt Maléhayiconduttan (66) as quil Gnme
desdi t bs ar em er euné fgipn dd maidriax ddhaaridre(dchgrge daybara sordioéeire (6AY stk extnémitis exposées du
appr oxi mat i venent nidbgiancond@teur, foemaht aifed dest strisctarentecdispdsitiftsemicondesteur dane legditesité-
plusl eurs des revegi#dicati ons pr6c6dentes | A 8 dans |oquel 15 | a port6e
desdi tes trol si brrdaformatjenstuge fapeide hitpP)dansdadi régien dg penpexion atin degeymetie aydiag stguc-
adj acentes (60) estrende d'fPBF'Ffe’GF‘@’HB‘* r dans dnadites régiopy enfranchés, (fd), diétre Slectiqyprment
deuxi enmes#r egi ons B'Pg oS gyX P‘L’B“d’!‘@'pfﬁ tret (10) dd mrterigyr siasdites promigreq ot doHxidmes qpuches
pl usl eurs des rev a,tl rece ent 8 dans bstr,
P65 Cormrend o dnfeton & ol ‘?nm%? hooaprTR s Al s B SR
ledit prenier pl anm%' u B{indsnpadar|mep| agcs pl an c100> dudit substrat

(10). 11. Leqgli 6DRGhddb be E‘?&Veﬁcﬁhﬁ%ﬁb Qbtls hﬂﬁenk IéthHR o8 onfidtioR el pRAHIIR od Bmisres (50)
revendi cal’i ons S48 GRAEMEs6R) douched SoniprRRAdIe HEPELLR bitekiRAGSIdb SoubHe8 iBbi&Htes@i seimREralicirices
mat 6ri aux sont  ghhpReRkideleld@pbt Sab Brbissancb spieRidie déddites icilchdsiat 19 BdpBIYA phdte vapedtchimRDER
epi - taxial e Sugitrd Bdsd préssibn desdifes éolibhes B¥ec uspléskiondd dopot hfdheaesa 1,85)ibans - ( 64)
conprennent des frontieres so torm nant 25 sur des plans <111 >. 12.
Une net hOQe A4 kgynéthade el reyendigation g%%'ﬁstdpqs Iggaatie'étape de formation de régions en tranchée (64)
seni conduct eur t Pt EXéRuSAsaNIHlinaNt uge sltion diattagie anjspiempiaus RourRitaqyer hlastiNement elyybstan-
prec6dent es 1 Atiellgmentlgsditps dewrimes equchps (A2) &\pydysioq estitag pregipns cpughes®B-ace est
parallele A un premer plan, conpronant |es etapes suivantbs: 30

la formation d' une pl uralite de prem eres (60) et _de deuxienes (62) couches
i mbri quées d' un premer et d' un second 6riau sur ladito surface

parallel e audit premer plan, |esditos deuxlenes Hﬂﬂlﬂﬁﬁmﬂumgﬂmes | i gnes
de nots; - la formation d' une r6glon de connexion tes

couches (60, 62) par p6n6tration desdites




couches prati quenent orthogonal ement audit prem er plan; 35 - la
formations de r6gions en tranch6e (6EHo4e23Besditos deuxi emes couches (62)
pratiquenment pa- ralleles audit premer plan en attaquant s6l ectivenent et

substanti el | @8 QinslnedfteIGm GG puBBRS ddsPblendiddfichs pdcadertes 2401 uahsAbbuelRTBthietR
preni eres couchgRatioh dline régidnie Bénkion cothbréhd umpraa%a@&étae.uecihisétsﬁa.ra helstEindnBdimbctidhLl
| es surfaces d%ﬂ,bﬁ,ﬁswibgje%ﬁuma&ﬁg&nchee (64); - le ronplissage desdites
regions en tranch6e (64) avec du nmateriau conducteur (66), ce qui forms 40

une r6gi gn diS. raméthodededanenaide plusiaursiles rexengisatidhepréréddenten d2a 15, neraprengnt {agermatianx
extr 6 t 6s expoBBesurdits destobns dasonnexien st comprenant esvaytsela formation d'une rgion de optrflediat-de
di spositif semmampmqttrqmtemmhmﬁéerdehfgmm des.régions enjrafehép () dans prdites
ligne de bits (@995"19&%“"!9&&21 e region de connexion af in de pernettre

? lrJXdI tbs 1St r hgge lef a§ u&%@q lI”Jn%l:ng Hrne géas ? §9&o‘1§e§ieﬁ gihéggééeen
anch6e % 64); ondecmumm ﬁﬁi Shudites Sridi-
dudi t substrai 44 DEdaexih o mraagsrmédmmda%&

eﬁ&h Eu 9 f&
(60,62); |- a fif laq e,ﬁfamcg.ssp%n db laPEKES déonKHidle @b laftrburb ST NEL L I'e
auxdi es structures Ispositit se- mconducteur d etre |ndependannent

acced6bes. 60 13. La nethode de |l a revendlcatlon 12 dans laquelle |'etape de
fornatloﬂ d' une pluralite de premores (60) et do deuxi enes (62) couches
conprend |l.e d6épot en altornance de couches isolantbs et sem conductrices
conprenant |e depot par croissance epitaxiale desdites couches et |e depot
en plkase vapeur chimque A ultra basso pression desditbs couches avec une
pression ge dépot Inffrieure A 1,33 pbar. 14. La nethode de |la

revendi cation 12 ou 13 dans laquelle |'6tape de fornmation de r6gi ons en
tranch6e (64) est executee en utillsant une solution d' attaque

ani sotropi que pour attaquer selectivenent et substan- tiellenent |esdites
deuxi enmes couches (62) A |'exclusion desdites prem eres couches (60). 11 1
1111111 141111 12121 11211 11 1111 * C L M S * EP 0 424 623 Bl
1& La nbt hode de 'une ou de pluslours des revendications prec6dentbs 12 A
14 dans laquelle |'etape de formation d' une regi on de connexi on conprend un
procede d'attaque ani sotropi que hautbnent direction- nel come 'attaque

| oni que reactive. s 16. a nmet hode de |'une ou de plusleurs des

revendi cé®i ons precedentes 12 A 15, conprenant |la formation d une pluralite
de rogi ona de connexion et conprenant on outro la formation d uno rogion de
controle d'at- taque pour pernettre de dteormner |la portee de la formation
des regions on tranchee (64) dans | esdites deuxienes couches (62). 17. La
not hode de | a revendi cation 16 dans |aquelle au noins |'une des rglons de
connexi on oet associ6e Ala r~glon de o~ntrloe de facon quo |a region de
oont,rol e conprenne une structure en trancheo tridi- nenslonnelle
prati™quenent |dentique aux autres regi ons de connexi on oO au noi ns une

di mrension est inferieure A uno dinmension correspondantb de |la partlo de
non-contrgl e de la structure. 15 20 25 30 35 40 45 50 55 12
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